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 我々のグループではこれまでに磁気記録媒体の材料として有用なL10型 MnGa(001)配向

膜を安価な熱酸化膜付きSi基板上に作製し，膜厚15	
 nmの MnGa膜に対し，30	
 keVの Kr+イ

オンを局所的に照射することで，ピッチサイズ100	
 nmのビットパターン媒体が作製でき

ることを報告してきた．更なるピッチサイズの微細化のためにはレジストの薄膜化，照

射イオンの低エネルギー化，MnGaの薄膜化が必要となる．しかし，MnGa膜はその薄膜化

により，磁気記録媒体としての磁気特性が劣化することが報告されている．そこで，本

研究ではCoGaをバッファ層に用いることで，熱酸化膜付きSi基板上に(001)配向MnGa(5	
 nm)

膜を作製することを試みた．CoGa層は，薄いMnGa膜のバッファ層として効果的であるこ

とが近年報告され，MgO(001)単結晶基板上において良好な磁気特性が得られている．	
 

	
 本研究ではCoGaの成膜温度と熱処理温度など，様々な成膜条件でMnGa膜を成長させ，

(001)配向性が高く，磁化や垂直磁気異方性が大きいMnGa膜を得ることを目指した．検討

の結果，CoGa層を400	
 ℃で成膜し，700	
 ℃で熱処理したMnGa膜で最も良好な磁気特性を

示した．Fig.	
 1(b)はこの条件で成膜したMnGa膜の磁化曲線を示している．なお，比較の

ためFig.	
 1(a)には，MgO(001)基板上に成膜したMnGa膜の磁化曲線を示す．飽和磁化は

MgO，Si基板上のMnGaでそれぞれ300	
 emu/cc，290	
 emu/ccであり，ほぼ同じ値が得られた．

Fig.	
 2は (a)MgO， (b)Si基板上のMnGa膜の表面の原子間力顕微鏡(AFM)像を示している．

これから得られた膜の平均粗さはMgO， Si基板上でそれぞれ0.2	
 nm， 3.9	
 nmであり，Si

基板上のMnGa膜では表面が粗くなった．これらの結果から，CoGa層を高温で熱処理する

とMnGaの磁気特性は良くなるが，表面平坦性が悪化することがわかった．磁気記録媒体

への応用を考えると，表面平坦性の改善が今後の課題である．	
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Fig .1  O ut -of -p l an e a nd  in -pl an e h ys te res i s  lo op s  of  M nG a  
f i lm s  gro w n o n ( a )  Mg O  a nd (b)  S i  su bs t r a tes .  


